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(57) Мікроелектронний пристрій виміру температу-
ри, який містить джерело постійної напруги, гене-
ратор електричних коливань на основі двох тер-
мочутливих біполярних транзисторів, чотирьох ре-
зисторів і двох ємностей, який відрізняється тим,
що  в  нього  введено  третій  термочутливий біпо-
лярний транзистор і друге джерело постійної на-
пруги, причому перший полюс першого джерела
постійної напруги з'єднаний з першим виводом
першого резистора, а другий вивід першого резис-
тора з'єднаний з базою першого термочутливого
біполярного транзистора, емітер якого з'єднаний з
емітером другого термочутливого біполярного

транзистора, колектор якого з'єднаний з другим
полюсом першого і другого джерела постійної на-
пруги, другим виводом третього резистора, другим
виводом другої ємності, що утворюють загальну
шину, до якої підключена друга вихідна клема, а
перша вихідна клема підключена до колектора
першого термочутливого біполярного транзистора,
який з'єднаний з емітером третього термочутливо-
го біполярного транзистора, першим виводом дру-
гого резистора, а другий вивід другого резистора
з'єднаний  з  базою  другого  термочутливого біпо-
лярного транзистора і першим виводом третього
резистора, а другий вивід третього резистора під-
ключений до загальної шини, при цьому другий
вивід першої ємності з'єднаний з базою третього
термочутливого біполярного транзистора і першим
виводом четвертого резистора, а другий вивід че-
твертого резистора з'єднаний з колектором тре-
тього термочутливого біполярного транзистора і
першим  виводом  другої  ємності,  які  підключені
до першого полюса другого джерела постійної на-
пруги.

Винахід належить до галузі контрольно-
вимірювальної техніки і може бути використаний
як датчик температури в різноманітних пристроях
автоматичного керування.

Відомий пристрій для виміру температури на
основі кремнієвого діода, напруга якого UБЕ при ві-
домій ширині забороненої зони кремнію, описуєть-
ся рівнянням:
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де ІС - прямий струм, ІНАС - струм насичення, k
- стала Больцмана, q - заряд електрона, Т -  тем-
пература. Вимірювальні схеми такого типу скла-
даються з вимірювального діода, підсилюючого
пристрою і додаткового опору. За допомогою до-
даткового опору встановлюється максимальний
струм,  менший  5  мА  для  обмеження  саморозіг-
ріву  датчика.  Робоча  напруга  лежить в діапазоні
6-24 В. В цьому випадку чутливість виміряної на
виході  напруги  складає  10 мВ/°С. Підсилення ви-
хідної напруги в 100 разів показує абсолютну тем-
пературу по шкалі Кельвіна (0 °С=273 К і
20 °С=293 K). Оптимальний вибір додаткового

опору залежить від діапазону виміру температури
(див. Г. Виглеб. Датчики. -М.: Мир, 1989. С. 29-33).

Недоліком  такого  пристрою є мала чутливість
і  точність  виміру  температури,  що  пов'язано  із
значним зростанням струму через термочутливий
діод при значному підвищенні температури.

За прототип обрано пристрій для виміру тем-
ператури (див. Авторське свідоцтво СРСР
№1383110, кл. G01К7/00,1988, Бюл. № 11).

Пристрій складається з генератора електрич-
них коливань, світлодіода, джерела постійної на-
пруги. Генератор електричних коливань, утворе-
ний двома біполярними транзисторами, один із
яких є фоточутливим, чотирма резисторами і дво-
ма ємностями. При дії на світлодіод температури
змінюється його інтенсивність випромінювання,
яка попадає на фоточутливий транзистор, що при-
водить до зміни індуктивного опору коливального
контура, а це в свою чергу змінює резонансну час-
тоту.

Недоліком такого пристрою є мала чутливість і
невеликий діапазон виміру температури, що пов'я-
зано  із  значним  зростанням струму через термо-
чутливий світлодіод при підвищенні температури.
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В основу винаходу поставлена задача ство-
рення мікроелектронного пристрою виміру темпе-
ратури, в якому за рахунок введення нових блоків і
зв'язків між ними досягається перетворення тем-
ператури у частоту, що приводить до підвищення
чутливості і розширення діапазону виміру темпе-
ратури.

Поставлена задача вирішується тим, що в
пристрій який містить джерело постійної напруги,
генератор електричних коливань на основі двох
біполярних транзисторів, чотирьох резисторів і
двох ємностей, введено третій термочутливий бі-
полярний транзистор і друге джерело постійної
напруги, що дало змогу замінити складне перетво-
рення температури на випромінювання, а потім
випромінювання на частоту у відомому пристрої
на пряме перетворення температури в частоту у
запропонованому пристрої, причому перший по-
люс першого джерела постійної напруги з'єднаний
з першим виводом першого резистора, а другий
вивід першого резистора з'єднаний з базою пер-
шого термочутливого біполярного транзистора,
емітер якого з'єднаний з емітером другого термо-
чутливого біполярного транзистора, колектор яко-
го з'єднаний з другим полюсом першого і другого
джерела постійної напруги, другим виводом тре-
тього резистора, другим виводом другої ємності,
що утворюють загальну шину,  до якої підключена
друга вихідна клема, а перша вихідна клема підк-
лючена до колектора першого термочутливого бі-
полярного транзистора, який з'єднаний з емітером
третього термочутливого біполярного транзисто-
ра, першим виводом другого резистора, а другий
вивід другого резистора з'єднаний з базою другого
термочутливого біполярного транзистора і першим
виводом третього резистора, а другий вивід тре-
тього резистора підключений до загальної шини,
при цьому другий вивід першої ємності з'єднаний з
базою третього термочутливого біполярного тран-
зистора і першим виводом четвертого резистора,
а другий вивід четвертого резистора з'єднаний з
колектором третього термочутливого біполярного
транзистора і першим виводом другої ємності, які

підключені до першого полюса другого джерела
постійної напруги.

Використання запропонованого пристрою для
виміру температури суттєво підвищує чутливість і
розширює діапазон виміру температури як за ра-
хунок виконання ємнісного елемента коливального
контура у вигляді ємнісної складової повного опо-
ру на електродах колектор-колектор термочутли-
вих першого і другого біполярних транзисторів, так
і індуктивного елемента коливального контура,
яким слугує індуктивна складова повного опору на
електродах емітер-колектор третього термочутли-
вого біполярного транзистора.

На кресленні (фіг.) подано схему мікроелект-
ронного пристрою виміру температури. Пристрій
містить джерело постійної напруги 1, резистор 2,
термочутливі біполярні транзистори 3 і 4, колекто-
ри яких з'єднані через послідовне коло резисторів
5 і 6. Ємність 7 і резистор 8 підключені паралельно
емітеру і колектору термочутливого біполярного
транзистора 9, колектор якого підключений до єм-
ності 10, друге джерело постійної напруги 11.

Мікроелектронний пристрій виміру температу-
ри працює таким чином.

В початковий момент часу температура не діє
на термочутливі біполярні транзистори 3, 4 і 9. Пі-
двищенням напруги джерел постійної напруги 1 і
11 до величини, коли на електродах колектор-
колектор термочутливих біполярних транзисторів
3 і 4 виникає від'ємний опір, який приводить до ви-
никнення електричних коливань в контурі, який
утворений паралельним з'єднанням повного опору
з ємнісним характером на електродах колектор-
колектор термочутливих біполярних транзисторів
3 і 4 та повним опором з індуктивним характером
на електродах емітер-колектор термочутливого бі-
полярного транзистора 9. Ємність 10 запобігає
проходженню змінного струму через джерело пос-
тійної напруги 11. При наступній дії температури
на термочутливі біполярні транзистори 3, 4 і 9 змі-
нюється як ємність так і індуктивність коливально-
го  контура,  що  викликає  ефективну  зміну  резо-
нансної частоти.



40299

3

Фіг.

__________________________________________________________

ДП "Український інститут промислової власності" (Укрпатент)
Україна, 01133, Київ-133, бульв. Лесі Українки, 26

(044) 295-81-42, 295-61-97
__________________________________________________________

Підписано до друку ________ 2001 р.    Формат 60х84 1/8.
Обсяг ______ обл.-вид. арк.   Тираж 50 прим.    Зам._______

____________________________________________________________

УкрІНТЕІ, 03680, Київ-39 МСП, вул. Горького, 180.
(044) 268-25-22

___________________________________________________________


